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論    文    の    要    旨 
 ここ１０数年にわたり DRAM やフラッシュメモリの様な半導体を基盤としたメモリ技術はリソグラフィ技術の
進展により驚くべき微小化に成功し、これにより大規模集積化、低コスト化と高機能化が実現されてきた。
しかしながら近い将来この微小化の流れは物理的、あるいは技術的限界に近づきつつあると考えられて




















 ReRAM の更なる動作向上の為には高 On/Off 比、低形成電圧と低プログラム電流が必要である。その
為 Al2O3/HfO2/Hf を積層したスタック構造を提案した。Al2O3は Vo の形成が困難であるため、Vo の障壁






のメカニズムはまだ解明されていない。そこでバルク Al2O3と三種類の窒素２原子と Vo を含む Al2O3のモ





である事を明らかにした。NbO2はバルクで MIT 転移温度が 1081K で、高温のルチル相(RT)構造から低
温の変形ルチル相(DR)構造に転移する。NbO2の電圧による抵抗スイッチを理解する為に、この二つの構





審    査    の    要    旨 
〔批評〕 




















 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 理学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
